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1 . Dieser Internationale vorlauflge PrQfungsbericht wurde von der mit der intematlonalen voriaufigen Prufunq 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 5 Blatter einschlieBllch dieses Deckblatts. 

m AuBerdeni liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabel handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und>bder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinlen zum 

DIese Aniagen umfassen Insgesamt 6 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I IS Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderlsche Tatlgkeit und gewerbfiche Anwendbarkelt 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begriindete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinslchtllch der Neuheit, der erfinderischen Tatigkelt und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestlmmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyEP2004A) 1 3838 

I- Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatten die dem Anmeldeamt Buf ^in^ 

^^l^nl'^^^^^^ y^i^^ ""^'^f'^^' ^^"^0 '=^^hmen dieses Beri^^^^ 

eingereicht and sind ihm nicht beigefugt, weil sie l<eine Anderungen entiiaiten (RegSn^^^^^ 

Beschreibung, Seiten 

4, 6-11 In der ursprunglich eingereichten Fassung 

' ^ eingegangen am 1 4. 1 0.2005 mit Telefax 

Anspriiche, Nr. 

"^""^^ eingegangen am 14,10.2005 mit Telefax 

Zelchnungen, Blatter 

"'^"^^ in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der ^nmoho in 

sXlaS5fS^?Ke"£sljKrt - Vertagung bzw. wu*„ ,„ d«serSp,.che 

° "(^h^i "S^m^^' * international^ Recherche eingereicht wonJen 1st 

□ die VerSffentllchungssprache der Internationalen Anmeldung (naoh Regel 48.3(b)) 

° ^^mr^^^^^^^r^T"" ^'"^^ Eingereicht 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undA>der Aminosauri.«^r...«r., .ot rii^ 
-nternationale vorlaufige Priifung auf der Grundlage des Sequenzpro?rolird?(?chgefQh^^^^ "^'^ 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
■"^ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

nL^SlZ^"^' ^t^,^^^ nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht fiber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im AnmeldezeitpuSkt hinausgeht" wurdrvorgelegt. 

° ?lnnInJ3i.''n'^ ""^ computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftiichen 
bequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschrelbung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



□ 
□ 
□ 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT ^ Internationales Aktenzeichen PCTyEP2004A)1 38 38 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Beriicksichtigung (von einigen) der Andemngen erstellt worden da diese aus den 

l&tSn"?ru%^r^^^^^^^^ 

^b^lMg^T^^^'' ""^ ^^'^"^ ^"derungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 

6. Etwaige 2us§tzliche Bemerkungen: 

V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatiakeit unri rf«r 
gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklarungen zur StutzungSeSer fISi^^^^^^ 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 

^ . . Nein: Anspruche 1-19 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

^ .... Nein: Anspruche 1-19 

Gewerbhche Anwendbarkelt (lA) Ja: Anspruche: 1-19 



Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/01 3838 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung hinsichtrich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Betreff: Antwort vom 13.10.2005 auf den Bescheid vom 17.8.2005 

Die ausfiihrliche Antwort des Vertreters der Anmelderin wurde zur Kenntnis genommen. 

1 . Bezuglich des neuen Anspruch 1 : 

Die nnit obigem Schreiben eingereichten Anderungen bringen Sachverhalte ein, die 
im Widersprucli zu Artilcel 34(2)(b) PCT uber den Offenbarungsgehalt der intema- 
tionalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei urn 
folgende Anderungen: ".. die Porositat des Tragers die Gasaustritts oder 
Durchtrittsoffnungen blldet..". Nlciit das Tragermaterial allein bestimmt die Grosse 
der Offnungen, sondern die aufgetragenen Sciiicliten (in der Anmeldung 26 und 28), 
im ubrigen genauso wie in US6444027. Diese Phrase scliranl<t den Umfang des 
Anspruches niciit ein. Gebohrte L6cher werden nicht ausgesciilossen. 

Die Ausfuhrungen des Vertreters beziehen sich im Wesentlichen auf die Auslegung 
des Ausdrucl<s "poros". Es sei hier darauf hingewiesen, dass in der Schrift 
US6444027 ebenfalls von "porous surface" (slehe Spalte 5, 1-10 Zeile) gesprochen 
wird, was in der direkten Ubersetzung dem Gegenstand der vorliegenden Anmeldung 
entspricht. Dies wird zumindest als Indiz fur die nicht eindeutige Auslegbarkeit des 
Begriffes genommen. Es bildet also auch in der D1 "die Porositat des Tragers die 
Gasaustritts oder Durchttrittsoffnungen", oder wie auch immer man das im Enklang 
mit 34(2) formulieren moge. 

Insbesondere in Fig. 1 wird der Trager schematisch gezeigt. Der Begriff "porous 
surface" bezleht sich auf den Teilbereich 9 des Tragers 2. Wie ein solche Struktur 
erzeugt wird spielt in einem Vorrichtungsanspruch keine Rolle. Ferner wird in Spalte 
5, Zeilen 52 - Spalte 9, Zeile 20 auch noch der Materialmix offenbart und ein 
spezielles Anwendungsbeispiel gegeben. Graphit wird immer eine faserige Struktur 
haben, wie klein diese Fasern auch sein mogen, bedingt durch seinen Aufbau - 
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vorliegende Anmeldung fuhrt hierzu nichts aus. Der in der Anmeldung angegebene 
Bereich fiir die Porositat ist sehr breit und die Dichte wird fur das gleiche IVIaterial 
gleich sein oder zumindest Innerhalb der angegebenen Spezifikationen liegen. Ein 
direkter Vergleich mit dem Stand der Technik ist hier nicht ohne weiteres moglich 
zumal die Anmeldung dem Fachmann keine Anieitung zur Bestimmung der 
entspreclienden Parameter gibt. 

Bleibt noch festuzuhalten, dass als Konsequenz des oben Ausgefiilirten der 
vorliegende Anspruch 1 als von der Beschreibung nicht gestutzt, bzw. in seinem 
vollen Umfang als nicht ausreichend offenbart angesehen werden kann, da in der 
Beschreibung das Bohren von Lochem tatsachllch mit keiner Siibe en^/ahnt wird die 
vorliegenden Anspriiche diese Altemative aber nicht ausschliessen. 

I. Bezuglich des neuen Anspruch 9: 

Die gegenwartige Formulierung schliesst ein Bohren von Lochem nicht aus Die 
Verfahrensschritte "Herstellen des Geriistes.." und "Stabilisieren.." sind so allgemein 
dass auch das in D1 angewandte Verfahren darunter fallen muss (siehe oben zitierte' 
Passage). 



Somit werden die bisher vorgebrachten Einwande aufrecht erhalten. 
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Beschreibung 



Trager zur Aufnahme eines Geeenstandes s owie Verfahren zur Herstellung eines Ti- 
gers 



Die Erfindung bezieht sich auf einen TrSger zur Aufnahme eines zu behandelnden Ge- 
genstandes, wie Substrat eines Halbleiterbauelementes, wobei der TrSger Kohlenstoff 
enthalt und den Trager durchsetzende Gasaustritts- oder Durchtrittsofihungen aufweist. 
Femer nimmt die Erfindung Bezug auf ein Verfahren zur Herstellung eines TrSgers zur 
Aufnahme eines zu behandelnden Gegenstandes, vorzugsweise eines Substrats eines 
Halbleiterbauelementes wie Wavers, wobei als Material fiir den TrSger Kohlenstoff 
verwendet wird und in dem TrSger diesen durchsetzende Gasaustritts- oder Durchtritts- 
offnungen ausgebildet werden. 

Ein Gasaustrittseffnungen aufweisender TrSger aus hochreinem Graphit ist der US;-B- 
6,444,027 zu entnehmen. Die Gasaustrittsoffiiungen werden durch Bohren des TrSgeis 
ausgebildet und weisen Durchmesser zwischen 0.1 und 3 mm auf. Der Graphittrager 
selbst ist mit einer SiC-Schicht oder transparenten Kohlenstoffschicht abgedeckt. 

In dem Dokument selbst wird als Stand der Technik ein aus hochreinem Graphit beste- 
hender Suszeptor abgehandelt, der vollstSndig mit einer SiC-Schicht abgedeckt ist. urn 
zu verhindem. dass Verunreinigungen aus dem Suszeptor in die Umgebung austreten 
konnen. 



i. Oktober2005-44667neuo Beschreibungsseaen 1. 3. 5; neueAnsprOche 1 - 14 



raum fiihren Bohrungen. Um zu verhindem, class aus dem Basismaterial Verunreinigun- 
gen austreten, wird die Oberflache mit einem SiC-Film verschlossen. 



Zur Behandlung eines Substrats wird dieses iiach der JP-A-09209152 auf einem Ring 
gelagert, der aus einem kunststofffaserverstarkten Material besteht, der auBenseitig eine 
SiC-Schicht aufweist. 

Ein Suszeptor aus porosem Kohlenstoff ist aus der JP-A-6025461 0 bekannt. 

Eine Saugvorrichtung nach der JP-A-200003 1098 sieht einen aus synthetischen, Hai^ 
Kohlenstoff und Ebonit bestehenden Korper mit vertikal verlaufenden Por^n vor, um 
einen auf dem Trager vorhandenen Gegenstand durch Unteixlruck zu fixieren. 

Der voriiegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde. einen TrMger der eingangs 
genannten Art sowie ein Verfahren zum Herstellen eines solchen so weiten^ubilden. 
dass uber in dem Trager vorhandene Gasaustritt- oder DurchtrittsofFnungen wohl dosiert 
und fein verteiit ein gewunschtes Gas austreten kann. Gleichzeitig soil die MSglichkeit 
geschaffen werden. das Gas im gexvtinschten Umfang definiert zu erwaimen. Femer soil 
eine hohe StabilitMt gegeben sein. Die Moglichkeit, Trager ge^vunschter Dimensionie- 
rung auf einfache Weise herzustellen. soil gleichfajls erfullt werden. 

Zur LSsung der Aufgabe sieht die Erfindung im Wesentlichen vor, dass der TrSger po- 
ros ist, dass die Porositat die Gasaustritts- oder Durchtrittsoffhungen bildet. dass der 
Trager aus einem Gerust oder einem Abschnitt eines Gerusts aus C-Fasem und/oder 
SiC-Fasem besteht, dass die Fasem in einer Matrix aus Kohlenstoff und/oder SiC ein- 
gebettet sind und dass Porositat p des TrSgers 5 % <p < 95 % und Dichte p des TiSgers 
0,1 g/cm^ < P < 3,0 g/cm» betragt. 

Die Stabilisierung bzw. Versteifung der Fasem erfolgt durch chemische Gasphasemn- 
filtration (CVl) und/oder Impragnierung mit fliissigen Substanzen. Hierdurch werden 
auf den Fasem Kohlenstoff- und/oder Siliziumkarbid-Schichten abgeschieden bzw. sol- 
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Ein Verfahren zur Herstellung eines Tragers der eingangs genannten Art zeichnet sich 
durch die Verfahrensschritte aus: 

Herstellen eines GerQstes aus C- und^der SiC-Fasem und 
Stabilisieren des Gerustes mit zumindest einer eine Matrix bildenden Py- 
rokohlenstoff- und/oder Siliziumcarbidschicht derart, dass das stabilisier- 
te Gerust eine die Gasaustritts- oder Durchtrilts5ffnung bildende Porosi- 
tat aufweist, 

wobei so stabilisiertes Gerust oder ein Abschnitt des Geriists als der Trager verwendet 
wird. 

Dabei kann als Gerust ein Filz, ein Vlies und Gewebelagen verwendet werden, die aus 
Kohlenstoff bestehen oder enthalten bzw. in Kohlenstoff umgesetzt werden. Dies kann 
z. durch Verkokung erfolgen. Sodann wird das GerOst durch Gasphaseninfiltration 
(CVI) und/oder Fiussigkeitsimpragnierung stabilisiert. Dabei konnen die Fasem des 
Gerustes derart behandelt werden, dass eine Umhullung aus reinem Kohlenstoff oder 
reinem Siliziumkarbid entsteht. Auch besteht die Moglichkeit, auf den Fasem eine Fol- 
ge von Schichten aus einer oder mehreren Kohlenstoffschichten und/oder einer oder 
mehreren Siliziumkarbidschichten aufzubringen. Auch eine Gradierung von Kohlenstoff 
in Siliziumkarbid ist moglich. 

Unabhangig hiervon soUte als auCere Schicht der Fasem eine Siliziumkarbidschicht 
ausgebilde.t werden, um eine hohe chemische Bestandigkeit zu erzieien. 

Durch Zusammensetzung des Gertists und/oder Dauer der Behandlung zum Stabilisie- 
ren der Fasem und Ausbilden der Schichten konnen Dichte, Warmeleitfahigkeit 
und/oder Porositat des beschichteten Gerusts eingestellt werden, 

Insbesondere zeichnet sich die Erfindung dadurch aus, dass auf das aus und/oder 
SiC-Fasera bestehende Gerust eine oder mehrere aus Pyrokohlenstoff und/oder Silizi- 
umkarbid bestehende Schichten aufgebracht werden, sodann der Trager aus so herge- 
stellter Matrix ausgeschnitten, der ausgeschnittene Trager einer Hochtemperaturreini- 
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Paten tanspriiche 



Trager zur Aufn^hme eines Gegen.st;,nd.. Verfahren ^.r H^rstelhinp ein.. TrS. 

gers 

1 . Trager ( 1 0) zur Aufnahme eines zu beliandelnden Gegenstandes (12), wie Sub- 
strat eines Halbleiterbauelementes, wobei der Trager Kohlenstoff enthSlt und 
den Trager durchsetzende Gasaustritts- oder DurchtrittsSffnungen aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Trager (10) poros ist, dass die Porositat des Tragers die Gasaustritts- 
oder Durchtrittsoffnungen bildet, dass der Trager aus einem Gerust oder einem 
Abschnitt eines Geriists aus C-Fasem und/oder SiC-Fasen, (18, 20) besteht, dass 
die Fasern in einer Matrix aus Kohlenstoff und/oder SiC eingebettet sind und 
dass Porositat p des Tragers 5 »/„ < p < 95 % und Dichte p des TrSgens 0,1 g/cm' 
< p < 3,0 g/cm^ betragt. 

2. Trager nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Geriist aus Kohlenstofffilz, -vlies und/oder -gewebelagen besteht. 

3. TrSger nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Fasern (18, 20) mit einer oder mehreren Kohlenstoff- wie Pyrokoh- 
lenstoff- und/oder Siliziumkarbidschichten (26, 28) als die Matrix veisehen sind. 

4. Trager nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Matrix auBenseitig eine Siliziumkarbidschicht aufweist. 
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9. 



5. Trager nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprilche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Matrix eiii Schichtsystem aufweist, das gradiert von Kohlenstoff in 
Siliziumkarbid iibergeht. 

6. Trager nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Wamieleitfahigkeit w des TrSgers (10) sich belauft auf 0,10 W/mK < w 
< 100 W/mK, insbesondere auf 3 W/mk < w < 30 W/mk. 

7. Trager nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Trager eine Gesamtdichte von 1,50 g/cm^ bis 1,9 g/cm' aufweist, wobei 
der Anteil der Fasem 0,098 g/cm' bis 0,2 g/cm^ und/oder der Anteil des Pyro- 
kohlenstoffs 0,4 g/cm' bis 0,8 g/cm^ und/oder der Anteil des SiC 0,8 g/cm^ bis 
1,0 g/cm^ betragen. 

i. Trager nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch' gekennzeichnet, 

dass das Gewichtsverhaltnis von Geriist zu Matrix sich belauft auf in etwa 1: 
13 bis 1 : 17. 

Verfahren zur Herstellung eines Tragers zur Aufiiahme eines zu behandelnden 
Gegenstandes, vorzugsweise eines Substrats eines Halbleiterbauelementes wie 
Wavers, wobei als Material fur den Trager Kohlenstoff verwendet wird und in 
dem Trager diesen durchsetzende Gasaustritts- oder DurchtrittsSf&iungen ausge- 
bildet werden, 

gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte, 
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Herstdlen eines Geriistes aus C- und/oder SiC^Fasem und 
Stabilisieren des Gerustes mit zumindest einer eine Matrix bildenden Py^ 
rokohlenstoff. und/oder Siliziumcarbidschicht derart, dass das stabilisier- 
te Gerust eine die Gasaustritts- oder Durchtrittsoffnung bildende Porosi- 

tat aufweist, 

wobei so stabilisiertes Gerust oder ein Abschnitt des Gerlists als der Trager ver- 
wendet wird. 

1 0. Yerfahren nach Anspruch 9, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Fasem durch Gasphaseninfiltration (CVI) und/oder FlOssigkeitsimpr§g- 
nierung stabiJisiert werden. 

1 1 . Verfahren nach Anspruch 9 oder 1 0, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass als das Gerust stabilisierter Filz oder Vlies oder stabilisierte Gewebelagen 
verwendet werden. 

1 2. Verfahren nach zumindest einem der Anspriiche 9 bis 1 1 , 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Fasem ausschlieBlich mit Kohlenstoff oder ausschlieBIich mit Silizium- 
karbid stabilisiert werden. 

1 3. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 9 bis 1 2, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Fasem mit einer Folge von einer oder mehreren aus Kohlenstoff 
und/oder Siliziumkarbid bestehenden Schichten stabilisiert werden. 

14. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 9 bis 1 3, 
dadurch g ek e n n z e i c h n e t , 

dass die Fasem mit einem von Kohlenstoff in Siliziumkarbid iibergehenden gra- 
dierten Schichtsystem stabilisiert werden. 
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